Phosphordiffussion

Der nachste Schritt ist die Herstellung des pn-Ubergangs. Dazu wird der
durchgéngig p-dotierte Wafer in einen Gasofen mit Phosphorgas gebracht. Im
Ofen bildet sich an der Oberflache des Wafers ein Phosphorglas, und aus
diesem diffundieren die Phosphoratome in den Wafer ein; der Wafer bekommt

eine n-dotierte Schicht.

Das Phosphorglas wird nach der Dotierung wieder nasschemisch abgeétzt.

Nachdem das Phosphorglas weggeétzt ist, muss die Schicht mit der n-Dotierung
von den Kanten entfernt werden, um spater einen Kurzschluss der Solarzelle zu
verhindern. Das kann je nach Herstellungsprozess z.B. durch Laser oder Sagen
und zu verschiedenen Zeiten stattfinden.
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